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【はじめに】  

 MOCVD n-GaN では、正孔トラップ H1(𝐸𝑉 + 0.86eV)が主トラップであること、H1 トラッ

プは Ga 空孔あるいは炭素関連欠陥である可能性を指摘した[1]。また、Ga空孔、炭素関連欠

陥はイエロールミネセンス(YL)の原因であることが報告されている[2]。今回、n-GaN ショッ

トキーダイオード MCTS測定を行った n-GaNに対し PL測定を行い、H1トラップと YLとの

相関について検討したので、報告する。 

【実験方法】  

用いた試料は、GaN基板上に MOCVD成長させた Siドープ(1.5 × 1017𝑐𝑚−3)n-GaNである。

オーミック電極として Ti/Al/Ni/Au、ショットキー電極として Ni/Au を用い、縦型ダイオード

を作製した。ショットキー電極の直径は 500μm、電極間隔は 400μm である。PL 測定はショ

ットキー電極を作成した後に、波長 325nmのHe-Cdレーザを用い、285nmから 818nmの波長

範囲にて行った。そのため、PLスペクトルは電極直近の位置で評価した。正孔トラップは波

長 355nmの LED の光パルスを用いた一定温度 MCTS測定により評価した。 

【実験結果】 

図 1 に H1 トラップ濃度が、5.2× 1015および1.5 × 1016𝑐𝑚−3時の MCTS 信号を示す。図 2 に

対応する PL スペクトルを示す。なお、PL スペクトルはバンド端強度(BE)で規格化されてい

る。２測定点ともYLが観測されている。また、BE規格化 YL強度は、H1トラップ濃度が高

い試料近辺で約 3倍の増加がみられた。PLスペクトルは多くの要因が関係しているので、他

の H1トラップ濃度について YL強度との相関を、詳細に検討している。 
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     Fig.1, MCTS spectra.  Fig.2, BE-normalized PL spectra. 
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